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OEM: Texas Instruments Transistor 2N2369 Datasheet

2368, 2N2
NPN-Epitaxial-Silizium-Planar-Transistoren 2N2368, 2N2369
Fir sehr schnelle Schaltanwendungen

Geringe Gesamtschaltzeit — max. 27 ns (2N2368)
max. 30 ns (2N2369)

hohes fr — min 500 MHz (2N2369)
niedrige Con — max. 4 pF bei 5V

* Mechanische Daten
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Dar Kollokior ist mit dem GehBuse slekarisch verkssad

* Absolute Grenzwerte

K.ollektor-Basis-Spannung 40 v
K.ollektor-Emitterspannung (Bem. 1) 40 v
Kollektor-Emitterspannung (Bem. 2) 15V
Emitter-Basis-Spannung 45
Keollektarstrom, Spitze (Bam. 3) 500 mA
Gesamivarlustleistung bei (od, darunter) Ty = 25 *C (Bam, 4) 036w
Gesamtverlustieistung bei (od, daruntar) Tg = 25 °C (Bem. 5) 1.2W
Gesamtveriustigistung bei Tg = 100°C 0,68 W
Kollektor-Sperrschichitempearatur 200°C
Lagerungs-Temperaturbereich —65°C bis 4200°C
Bemerkungen:

1. Dieser Wert liegt an, wenn die Basis-Emitterdiode kurzgeschlossen ist
2. Diaser Wert liegt an, wenn die Basis-Emitterdiode offen ist.

3, Dieser Wert liegt an bei Impulsbreite = 10 s,

4, Linearea Abnahme bis Ty = 200 *C mit 2,06 mW/*C.,

5, Lingare Abnahma bis Tg = 200 *C mit 6,85 mW/*C.
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* Elektrische Kennwerte bei Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

Paramater Prifbedingungen 2MN2368 2MN2369 Ein=
min max min max heit
Uisryceo Follektor-Basis- lg=10pA, Ig=10 40 40 v
Durchbruchspannung
Uiar)ceo Kollektor-Emitter- lg=10mA, Ig=10 {Bem. & 15 15 W
Durchbruchspannung
Uiprices Kollektor-Emitter- lo= 10 pA, Upg=10 40 40 y
Durchbruchspannung
Uierjero Emitter-Basis- g =10 pA, Ig=0 4.5 4,5 v
Durchbruchspannung
leno Kollekior-Basis- Ugg =20V, lg=10 0.4 04 pA
Reststrom Ugp =20V, Ig=20, a0 30 s
Ty = 180°C
hre Gleichstrom- Ugg=1Y, Ilgc=10mA (Bem. 6 20 40 120
verstirkung Ueg =1V, lg=10mA, 10 )
Ty = —55°C (Bem, 6)
Upg =2V, lg=100mA (Bem.8 10 20
Une Basis-Emitter- Ip=1mA, |g=10mA 0,70 085 0,70 085 V
spannung
Ucgisat)y Hollektor-Emitter- Ig=1mA, Ilg=10 mA 0,25 025 v
Restspannung
| haiel Betrag der Ugg =10V, Igc=10mA, 40 50
Kurzschlu@- f = 100 MHz
Stromverstérkung
Cob Leerlauf- Upp=5Y, Ig=0,
Ausgangskapazitit f= 140 kHz 4.0 40 - pF
* Schaltwerte bel Ty = 25°C
Parameter Priifbedingungent 2N2368 2N2389  Ein-
max max hait
ton Einschaltzait lg = 10 mA, Igp) = 3 mA, IBg) = =15 mA 12 12 ns
torr Ausschaltzeit Ungfotry = —1,5V, Ry, = 250 Q (Bild 1) 15 18 ns
= Speicharzeit lg = lppy = 10 mA, Igg) = —10mA (Bild2) 10 13 ns

1 Mennwerte; exakte Werte variieren mit den Transistor-Parametern.

* JEDEC registriert.
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* Schaltzeitmessung
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Bild 2 — Speicherzeit

Bemerkungen;

a) Eingangs-Signalformen erzeugt mit einem Impulsgenerator folgender Daten:
Lansg = 50 Q, tr = 1 ns, Impulsbreite = 300 ns. Tastverhaltnis = 294,

b) Ausgangs-Signalformen mit einem Oszillograph mit folgenden Daten betrachtet:
tr = 1 ns Lyng = 50 Q.

* JEDEC registriert.
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